全国2012年4月高等教育自学考试

电子技术基础(二)试题

课程代码：02273

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.本征半导体中的电子空穴对是由于何种原因形成的(　　　)

A.外电场的作用
B.热激发

C.热击穿
D.掺入杂质

2.增强型绝缘栅场效应管，当栅极与源极之间电压为零时(　　　)

A.能够形成导电沟道
B.不能形成导电沟道

C.漏极电流不为零
D.漏极电压为零

3.希望放大电路的输入电阻ri愈大愈好的实质是(　　　)

A.希望对输入信号的衰减小
B.希望带负载能力强

C.希望工作点稳定
D.希望温漂小

4.放大电路中引入电压串联负反馈，可使其输入电阻比无反馈时(　　　)

A.减小了F倍
B.增大了F倍

C.减小了(1+AF)倍
D.增大了(1+AF倍)

5.微分运算电路的反馈元件是(　　　)

A.电阻
B.电感

C.电容
D.稳压管

6.在反相比例运算电路中运放的反相输入端的电位为(　　　)

A.0
B.+ ∞
C.-∞
D.uf
7.电感三点式振荡器，反馈信号取自何种器件因而输出波形较差(　　　)

A.电容
B.电感

C.电阻
D.变压器

8.在桥式整流电路中，流过二极管的平均电流是输出电流的(　　　)

A.
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B.
[image: image2.wmf]1

3


C.
[image: image3.wmf]1

4


D.
[image: image4.wmf]1

5


9.下列数据中，数值最小的数据为(　　　)

A.(100011)2
B.(42)8
C.(21)16
D.(36)10
10.逻辑表达式
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与下列式子中的哪一个相等 (　　　)
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11.在各种显示器件中功耗最小的是(　　　)

A.荧光数码管
B.半导体数码管

C.液晶显示器
D.辉光数码管

12.分频器可以由以下哪种电路构成(　　　)

A.单稳态触发器
B.施密特触发器

C.D触发器
D.基本RS触发器

13.把JK触发器的J与K都接到高电平上，则其特性方程变为(　　　)

A.Qn+1=Qn
B.Qn+l=
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C.Qn+1=1
D.Qn+1=0
14.能够改变脉冲波形宽度的功能电路为(　　　)

A.译码器
B.D／A转换器

C.A／D转换器
D.单稳态触发器

15.DAC0832是(　　　)

A.A／D转换器
B.运算放大器

C.集成定时器
D.D／A转换器

二、填空题(本大题共l5小题，每小题1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16.在N型半导体中______是多数载流子。

17.PN结反向偏置时，PN结的内电场被______。

18.基本放大电路的工作点偏高，则输出波形易出现______失真。

19.放大电路引入负反馈后，非线性失真______。

20.功率放大电路按静态工作点设置不同，主要可分为甲类，______类和甲乙类三类工作方式。

21.模拟集成电路是用来处理在时间上、数值上都______的电路。

22.RC正弦波振荡器振荡频率较低，一般在______Hz以内。

23.桥式整流电路，若输入电压有效值为20V，则整流后电压平均值为______。

24.在基本逻辑公式中A+A=______。

25.数字电路按功能可分为组合逻辑电路和______逻辑电路。
26.“OC”门的全称应该是______。

27.三极管反相器输出高电平时，所带负载称拉电流负载还是灌电流负载______。

28.D触发器的特性方程为______。

29.集成施密特触发器有TTL和______两种类型。

30.双积分ADC与逐次比较ADC相比，抗干扰能力______。

三、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

31.用公式法化简逻辑函数
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32.交流负反馈放大电路有几种类型?它们对放大电路性能有何影响?

33.简单描述一下二极管的开关特性。
34.集成电路中，级与级之间均采用什么耦合方式?这种耦合方式需要解决哪两个问题?

四、分析计算题(本大题共5小题，每小题10分，共50分)

35.1.求静态工作点(IBQ，ICQ，UCEQ)
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2.画中频微变等效电路

3.求rbe
4.求中频电压放大倍数，
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36.电路如图(a)所示，图(b)为输入Ui波形。分析由A1，A2组成电路功能；(2)画出UO
波形。
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37.时序电路如图所示：

①写出驱动方程

②求出状态方程

③画出状态转换表和状态转换图

④该电路是同步电路还是异步电路?
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38.如图电路(1)指出A1A2各构成什么电路。(2)写出VOl及VO表达式。
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39.设计一个组合逻辑电路，输入为A、B、C，输出为Y。当C=0时，实现Y=AB；当C=1时，实现Y=A+B。

(1)列出真值表

(2)求输出Y的最简与或表达式

(3)完全用与非门实现该逻辑关系(画逻辑图)。
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